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１．概要（Summary） 

本研究ではスパッタリングで ZnO を Si3N4基板上に成

膜した。電気炉により 800 °C でアニーリングした ZnO 薄

膜を FE-SEM で観察し、カソードルミネッセンス(以下：

CL)スペクトルと CL 発光による画像を取得し、空間的な

CL発光均一性の評価を行なった。また、AFMを用いて、

表面性状と発光の均一性における関係を求めた。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高密度汎用スパッタリング装置(芝浦 CFS-4ES) 
【実験方法】 

170 nmの ZnOをSi3N4基板上に成膜した。成膜方法

としてプラットフォーム支援によりマグネトロンスパッタリン

グ法を用いた。成膜した薄膜をアニーリング装置により最

高温度 800 °C、温度保持時間 1 時間、降温・昇温速度

10 °C/min、窒素雰囲気でアニーリングした。 
アニーリング前後の薄膜を FE-SEM で観察し、CL ス

ペクトル、発光波長における CL 画像を取得した。また、

AFM により薄膜の表面性状を測定し、表面性状と CL 均

一性の関係を考察した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

アニーリング前後の薄膜の CL スペクトルを Fig. 1 に示

す。アニーリングによるひずみの改善によって結晶性が向

上し、CL 強度が約 10 倍に向上した。 
 

 
Fig. 1 CL spectrum 

 

アニーリング前後の CL 画像を Fig. 2 に示す。Fig. 1
に示される CL 強度の違いから画像全体の明るさが違うこ

とが分かる。Fig. 2 の画像の各ピクセルにおける光強度を

用いてRMS粗さを求めた結果、Fig.2(a)、(b)はそれぞれ

4.5、18 %であった。CL と表面性状の関係を求めるため、

AFM における観察結果を Fig. 3 に示す。粒子表面の

RMS 粗さは Fig. 3(a)、(b)はそれぞれ 2.5、3.5 nm であ

った。このことから薄膜表面の粗さが CL 均一性に起因し

ていると考えられる。 

 
Fig. 2 CL image 

(a) Before Annealing (b) After Annealing 

 
Fig. 3 AFM image 

(a) Before Annealing (b) After Annealing 
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